
Significantly Reduced Power Loss 
電力損失の大幅な削減 

MOSFETデバイスの使用により、定常動作時の高効率
化に貢献 
Increased efficiency in steady state operation by utilized 
MOSFETs. 

Features 

Applications 

PrestoMOSTM、ブートストラップダイオード、       
ゲートドライバを搭載 
PrestoMOSTM, bootstrap diodes, and gate driver integrated 

充実の保護回路（短絡電流保護、電源電圧低下保護、
熱遮断回路）と保護回路動作時のFAULT信号出力機能 
Full of protection functions 
(short-circuit, undervoltage lock out, thermal shut down) and 
Fault signal output built-in 

白物家電用モータ駆動 
Motor drive for Home appliances 

小容量産業用モータ駆動 
Motor drive for Low Power Industrial Equipments 

VDS-ID Characteristics 
VDS-ID 特性 

Block Diagram 
ブロック図 

600V/15A IPM with PrestoMOSTM 
PrestoMOSTM 搭載 600V/15A IPM 
Improves Efficiency in Motor Drive Applications 
モータドライブ機器の高効率化に貢献 

BM65364S-VA, BM65364S-VC 
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2 VBU HVIC (High-side Gate Driver) 

･高速trrスーパージャンクションMOSFET 

･超低VFボディダイオード ･UVLO, SCP, TSD 

Bootstrap Diodes ･ブートストラップダイオード電流制限機能 

･フローティング電源UVLO 

･Fault信号出力 
Fault signal output 

･ファストリカバリダイオード 

（保護回路） 
（電源電圧低下時誤動作防止） 
（短絡電流保護） 
（熱遮断） 
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APF : Annual Performance Factor 
IPLV : Integrated  Part Value Load 
SEER : Seasonal Energy Efficiency Ratio 

BM65364S-VA 

76 
Loss reduced during steady state operation; improves Air conditioner 
energy efficiency indices (APF, IPLV, SEER) 

定常動作時の損失を低減!! 
エアコン省エネ指数(APF, IPLV, SEER) 
向上に貢献!! 

Reduced 
approx. 

% 

LVIC (Low-side Gate Driver) 

Protection Circuits 
UVLO : Under Voltage Lock Out 
SCP   : Short Circuit Protection 
TSD   : Thermal Shut Down 

Inverter Part (PrestMOSTM) 

High Side 
Gate Driver 

(HVIC) 

Low Side 
Gate Driver 

(LVIC) 

43 
Reduced 
approx. 

% 
Diode recovery loss 

Switching loss (OFF) 

Switching loss (ON) 

Diode conduction loss 

MOS_IGBT conduction loss 

Condition 
Ta=25℃ 
P=400V, VCC=15V 
fc=5kHz, 2Arms  cos φ=0.8 
modulation ratio=1 
3-phase modulation IGBT-IPM BM65364S-VA 

Fast Recovery Diodes 

Current limiter function for bootstrap diodes 

Floating power supply UVLO 

High-speed trr Super Junction MOSFETs 

Ultra-low VF Body Diodes 

Lo
ss

 (w
) 

094650
タイプライターテキスト
本記載内容は、2020年4月8日時点のものです。


	スライド番号 1



